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La energia producida por la radiacion sola
convertida a energia eléctrica mediante el
fotovoltaico.

Un sistema fotovoltaico emplea la energia
para satisfacer los requerimientos de en
eléctrica exigidos por la carga.




e Alexandre-Edmund Becquerel, un joven fisico francés,
descubre el efecto fotoeléctrico mientras asistia a su
padre en un experimento con celdas electrolificas
fabricadas con dos electrodos de metal.

1839

e Ch. Fritz, un inventor norteamericano, descubre la
1883 primera celda solar fabricada a partir de una oblea de
selenio.

1888 e Ed. Weston, recibe la primera patente por la
fabricacion de una celda solar.




Antecedente

e A. Einstein, es el pionero en publicar tedricamente el
1904 efecto fotoeléctrico, posteriormente galardonado como
premio Nobel en 1921.

e Hoffmann Electronics, avanza en la fabricacion de
celdas seldies con una eliciencela del 4% (sada
1960 principalmente en la tecnologia de satélites vy
aplicaciones en el espacio.

1961 * Primera conferencia de celdas fotovoltaicas celebrada
en Estados Unidos.




Antecedente

e La empresa japonesa Sharp instala el sistema
1963 fotovoltaico mdas grande de aplicacion terrestre mas
grande del mundo, de una potencia de 242 vatios.

e La produccion de energia solar fotovoltaica en el

1982 mundo alcanza una potencia instalada de TOMW.

e La potencia de sistemas fotovoltaicos excede 20MW
1983
en todo el mundo.




Antecedente

CEFPA Lo potencia total instalada supera TGW.

elas empresasa “SunPower” vy Sanyo
2007 anuncian el mayor rendimiento logrado
de una celda solar de 22%.

e La planta fotovoltaica de mayor potencia
2008 instalada en Espana, Alarcdn, capaz de
generar 60MW.,




Antecedente

En ocho anos, pasd de ser una fuente de 500W a 20KW
en aplicaciones espaciales, lo gue demuestra el
desarrollo tecnoldgico vy la fiabilidad:

Los paneles solares se usaron como fuente de alimentacion de 500W en la
nave Nimbus, 1964, luego 1000W en el Observatorio Astronomico en 1966,
y 20KW en el laboratorio Skylab en 1972.

Del silicio a oftros materiales como el Galio,
el Arsénico, el Aluminio y ofros:

0 Mejor estabilidad a mayor temperaturag,

o Mayor eficiencia a mas temperaturag,

o Alta resistencia a la radiacion,

o Costo mayor por un factor de 5 a 10 veces, lo cual restringe su uso para

Casos especiales.
o Se usan cuando se requiere una eficiencia mayor al 20%.




Celdas solare

Circuito equivalente de
un Panel Fotovoltaico




Celdas solare

Celdas de silicio de los anos

60 al 70

Contactos metalicos
tipo “dedos”
Parte superior Capa antirreflejo

Silicio Tipo N

Silicio Tipo P
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Contacto metalico
parte posterior




Celdas solare

Estructura de una la célula solar de alta eficiencia (17,5%)

fabricada por Sharp - Telefunken en la década de 1980 para ser
usada en aplicaciones espaciales:

Contacto TiPdAg

Los materiales
usados
justifican el
costo del
panel solar:

Emisor tipo N*

Pasivacion de é6xido

titanio (Ti), g
plata (Ag). . /- = /- =
paladio (Pd),

Reflector de aluminio
e TC . Contacto TiPdAg




Celdas solare
Concentrador somnel fotovoltaico:
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Sistema fotovoltaic
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Punto de maxima potencia:

Problema<¢: encontrar y mantener el punto de trabagjo
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